Mikrobangy plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo i$ gary fazés biidu suformuoty
grafeno/n-tipo Si(100) prietaisy fotovoltinés savybés
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Grafenas, viena i§ 2D nanomedziagy, pasizyminti
i§skirtinémis mechaninémis, Siluminémis, elektrinémis
bei optinémis savybémis, kurios puikiai dera itin
sparéioje  elektronikoje, diody bei tranzistoriy
technologijose bei saulés elementuose [1]. Bitent
fotovoltaikoje, grafenas galéty pakeisti metalus, siekiant
formuoti Sotkio kontaktus, derinant $ia medZiaga su
puslaidininkiais, kaip antai, siliciu. Siuo metu,
didZziausias grafeno/silicio saulés elementy galios
konversijos efektyvumas siekia 16,61% [2], o tai rodo
didele sios konfigaracijos fotovoltiniy prietaisy
perspektyva. Vis délto, nepaisant i$vardinty ypatybiy,
grafeno taikymas jvairiose srityse, jskaitant ir
grafeno/silicio saulés elementy technologijas yra
genétinai ribotas, dél komplikuoty medziagos formavimo
galimybiy.

Siuo metu, plaGiausiai paplites grafeno auginimo
metodas, tai cheminio nusodinimo i§ gary fazés metodas.
Formuojant grafeng §iuo bidu naudojami kataliziniai
pagrindai (Cu ar Ni), ant kuriy vyksta pirminis grafeno
nusodinimas. Toliau strukttra yra perneSama nuo §iy
pagrindy ant reikiamy pavirsiy, jskaitant silicj. Tokiu
budu grafenas yra uzterS§iamas organiniais adsorbatais,
strukttira ima raukslétis [3]. Toks sudétingas pernesimo
procesas, neigiamai veikia grafeno/silicio sandira bei
apsunkina jrenginio savybiy valdyma [4].

Siekiant paSalinti perneSimo trakumus, grafenas gali
bati auginamas tiesiogiai ant dielektriniy ar
puslaidininkiniy pagrindy, nenaudojant kataliziniy vario
ar nikelio folijy [5]. Tokia grafeno sintezé jmanoma
plazma aktyvuoto cheminio nusodinimo i§ gary fazés
budu.

Siame darbe suformuoti grafeno/Si(100) fotovoltiniai
prietaisai, naudojant mikrobange plazma aktyvuoto
cheminio nusodinimo i§ gary fazés sistema (IPLAS
Innovative Plasma Systems GmbH). Grafeno augimui
naudotas vandenilio bei metano dujy miSinys. Tinkamam
prietaiso veikimui, buvo suformuoti Cr/Cu kontaktai
grafeno puséje, bei aliuminio kontaktas silicio puséje.
Taip pat formuotas ir dvisluoksnis grafenas, bei grafenas
ant tekstiruoto silicio, siekiant iSsiaiSkinti pavirSiaus
konfigiiracijos ir geometrijos jtaka fotovoltiném
savybém.

Grafeno  struktara tirta Ramano  sklaidos
spektroskopija (Renishaw inVia system) naudojant 532
nm lazerj bei atominiy jégy mikroskopija ir Kelvino
zondo mikroskopija (JPK Instruments, Bruker Nano
GmbH, Berlynas, Vokietija). Taip pat tirtos ir
fotovoltinés suformuoty saulés elementy savybes.

Tyrime nagrinéta fotovoltiniy savybiy priklausomybé
nuo grafeno struktoros. Nustatyta, kad nataraliai
susiformaves SiO; pasluoksnis lemia grafeno n-tipo
savilegiravimg, 0 tai neigiamai veikia atbuling srove ir
trumpojo jungimo srove (ls). Visais atvejais, grafeno
iSlaisvinimo darbas buvo panasus (4.820 — 4.826 eV).
Pavirs$iaus morfologijos bei defekty jtaka elektrinéms bei
fotovoltinéms savybéms neaptikta.

Istyrus grafeno/n-Si(100) dariniy voltamperines
charakteristikas nustatyta, kad padidinta grafeno sintezés
temperatiira (800 arba 900 °C), suderinta su 0.7 kW
plazmos galia skatina ominiy grafeno/n-Si kontakty
susidaryma. Taip pat nustatyta, kad dvisluoksnio
legiruoto  grafeno/n-Si(100) heterosandiiry  atviros
grandinés jtampa ir trumpo jungimo srové gali buti
didesné nei vienasluoksnio nelegiruoto grafeno/n-
Si(100) heterosandiros.

Atlikus grafeno tiesioginés sintezés ant tekstiiruoto
silicio pavirSiaus bandymus nustatyta, kad po proceso
optimizavimo grafeno/teksttiruoto silicio heterosandiiros
trumpo jungimo jtampa gali tapti sulyginama su
geriausiy grafeno/plokscio Si(100) bandiniy atviros
grandinés jtampa. Tadiau trumpojo jungimo srové licka
zenkliai mazesné.
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